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Przedmiotem wynalazku jest kaseta do wytwa-
rzania tranzystoréw stopowych umozliwiajaca lu-
towanie materialu poéiprzewodnikowego do pia-
skiej elektrody bazy o dowolnym ksztalcie, réwno-
cze$nie z wykonaniem przynajmniej jednego
z przej$é p—n tranzystora. Tego typu proces na-
zywany bedzie w dalszej czeSci opisu, procesem
jednoczesnego zgrzewania.

W technice pélprzewodnikowej proces jednoczes-
nego zgrzewania dotychczas wykonywany byl je-
dynie dla dwoch typow elektrod bazy. W pierwszym
przypadku byla to elektroda bazy o ksztalcie ko-
lowym, przy czym charakterystyczny jest fakt,
ze najwieksze wymiary plytki poéiprzewodnikowej,
sa w przyblizeniu réwne Srednicy elektrody bazy.
W drugim przypadku byla to elektroda bazy o do-
wolnym ksztalcie z wykonanym witloczeniem
w formie gniazda na material poélprzewodni-
kowy.

W typowych rozwigzaniach konstrukcyjnych ka-
set, dla tego typu elektrod bazy, umiejscowienie
materialu pélprzewodnikowego wzgledem ‘innych
elementow, jest zwigzane z plytka kasety, ktora
réwnoczeSnie umiejscawia elektrcde bazy. Koniecz-
no$é spelnienia obu tych funkecji przez jedng plyt-
ke kasety, uniemozliwia stosowanie w procesie je-
dnoczesnego zgrzewania plaskich elektrod bazy,
o powierzchniach duzo wiekszych od powierzchni
materialu pélprzewodnikowego. W takich przypad-
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kach stosowano zgrzewanie wielostopniowe i naj-
czeSciej najpierw wykonywano oba przej§cia p—n
tranzystora, a mastepnie lutowano tak otrzymane
ztacze do elektrody bazy przy uzyciu odpowiednie-
go stopu lutowniczego.

Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji
kaset umozliwiajagcych wykonanie w procesie jed-
noczesnego zgrzewania zlgcz tranzystorowych z ele-
ktroda bazy o dowolnym ksztalcie, a w szczeg6l-
noSci z elektrodami bazy plaskimi o duzych po-
wierzchniach, czesto stosowanych w konstrukcjach
tranzystoré6w sSredniej mocy. Zadaniem technicznym
do rozwigzania jest znaiezienie sposobu umiejsca-
wiania w kasecie niezaleZnie i rowmoczeSnie, ma-
terialu pélprzewodnikowego i elektrody bazy.

Cel ten zostal osiggniety przez wprowadzenie do
konstrukcji miezaleznego elementu w postaci pilyt-
ki dodatkowej zwanej w dalszej czeSci opisu plytka
Srodkowa, ktérej gniazda zapewniaja zlokalizowa-
nie materialu pélprzewodnikowego, w zgdanym po-
lozeniu, w stosunku do pozostalych elementéw,
a w szczegblnosci w stosunku do elektrody bazy.
W konstrukcji kaset wedlug wynalazku rozdzielono
funkcje umiejscowienia materialu poédiprzewodni-
kowego i umiejscowienia elektrody bazy na dwa
elementy konsfrukcyjne, przez co mozliwe jest
jednoczesne zgrzewanie z zastosowaniem elektrod
bazy plaskich o dowolnych ksztaltach.

Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przy-
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ktadach wykonania na rysunku, na ktérym fig. 1
przedstawia fragment kasety w przekroju wedlug
pierwsze; wersji, a fig. 2 wedlug drugiej wersji
wykonania. Na fig. 1 dolna plytka 1 sluzy do
umiejscowienia elektrody bazy 4 i emiterowej
elektrody 5, Srodkowa plytka 2 ma za zadanie umiej-
scowienie materialu péiprzewodnikowego 6, nato-
miast gérna plytka 3 sluzy do umiejscowienia kole-
ktorowej elektrody 7.

Na fig. 2 dolna plytka 1 sluzy do umiejscowienia
elektrody bazy 4 i posiada otwér do umiejscowie-
nia emiterowego korka 8, matomiast ptytka 2 stuzy
-, _Go umiejscowienia materialu poéiprzewodnikowego
. 6_oraz posxada otwér do umieszczenia kolektoro-
wego korka 9, ktéry stuzy do umiejscowienia ko-
lektorowej elektrog:iy 1.
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Zastrzezenia patentowe

1. Kaseta do wytwarzania tranzystor6w stopo-
wych z réwnoczesnym lutowaniem elektrody bazy
do materialu pélprzewodnikowego przy wytwarza-
niu przynajmniej jednego przejécia p—n, w ktérej
plytka dolna shuzy do usytuowania elektrody bazy
i elektrody emitera lub kolektora, a plytka gbérna
stuzy do umiejscowienia elektrody kolektora lub
emitera, znamienna tym, Ze pomiedzy wymienio-
nymi plytkami jest umieszczona plytka Srodkowa
(2) bazujgca material péiprzewodnikowy (6) w Za-
danym polozeniu wzgledem elektrody emitera (5),
elektrody kolektora (7) oraz elektrody bazy (4).

2. Kaseta wedlug zastrz. 1 znamienna tym, ze
plytka §rodkowa (2) posiada wymiar grubodci wiek-
szy od wymiaru gruboSci materialu poéiprzewodni-
kowego (6).
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